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１．概要（Summary）： 
当研究室では Si/SiO2基板上の Al2O3薄膜マイクロ

パターン表面にナノグラフェン薄膜を選択的に成長

させることに成功しており，この手法を用いればナノ

グラフェン電子デバイスを簡便に作成できると考え

られる．本研究ではこの選択成長ナノグラフェン薄膜

を電界効果型トランジスタ（FET: Field Effect Transistor）

として応用し，その評価を行った． 

 

２．実験（Experimental）： 
【利用した主な装置】 

・レーザー露光装置（D-light, DL-1000/NS） 

・12 連電子銃型蒸着装置（RDEB-1206K） 

・極低温プローバーシステム 

・自動スクライバー 

【実験方法】 FET の作製は次の(a)～(d)の 4 工程によ

って行った．（a）SiO2/Si 基板上にスパッタ Al2O3薄膜

を形成．（b）フォトリソグラフィーと液相エッチング

による Al2O3薄膜マイクロパターンの作成．（c）Al2O3

薄膜表面へのナノグラフェン薄膜の選択成長．（d）フ

ォトリソグラフィー，Au/Ti 電極の蒸着形成，リフト

オフによるナノグラフェン薄膜上への電極形成． 

 以上のように作製した FET について，極低温プロー

バーシステムを用いて，真空中での FET 特性評価を行

った． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 
 作製したナノグラフェン薄膜 FET はチャネル幅 5 

μm，長さ 20 μm，ナノグラフェン薄膜のナノグラフェ

ン平均成長層数が 1 層である．FET 特性評価を行った

結果を Fig. 1 に示す．ナノグラフェン薄膜 FET の電気

伝導度がゲート電圧により変化している様子が観察

された．また，グラフェン特有のアンバイポーラ特性

を示していることがわかった．今回の実験結果は室温

での FET 特性であり，今後，極低温~室温における FET

特性を調べることで，ナノグラフェン薄膜の FET 特性

がどのようにして発現しているか調査する予定であ

る． 
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Figure 1 - Back-gate transfer characteristics of 
the nano graphene-FET. 
 


